This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 
ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 
COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



MQDULAHIO 
LCA. • tOt 




EXPRESS MAIL NO. EV336594180US 



Ministero deCCe JLttivita (Produttive 

(Direzione generaCe -per Co SviCu-ppo (ProcCuttivo e Ca. Competitimta 
'Officio IiaCia.no <Brevetti e CMarcdi 
'Officio Q'2 . 



Autenticazione di copia di documenti relativi alia domanda di brevetto per: T T ' . , 

Invenzione Industrial e 

N TO2002 A 001035 • 



Hi dichiara che i unite copia e con forme ai document! originaii 
depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati 
risultano dall'accluso processo verbale di depositg. 




i.1 G£«. 



2004 



Roma, li 



DIRIGENTE 




• * Caso 02-AG-227/AL 

Ns.Rf.3/3415 

AL MtNISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTiGIANATO MODULO A 

UFFICIO ITAL1ANO BREVETTl E MARCHI - ROMA 

DOMANDA Dl BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE. DEPOSITO RJSERVE, ANTICIPATAAGCESSIBILTTA AL PUBBLiCO 
A R1CHIEDCNTE (0 

1) Denominaztone iSTMICROELECTRONICS S.R.L. 




Resfclenza lAGRATE BRIANZA (Ml) 



2) Denomlnaziona L 



eodk* I ' i i i Qflfl5,1 8fl«0»9g,8l 
I L±J 



L 



cotflce 



I II M I I I I 1 I 



J 



B. RAPPRESEMTAUTE DO. RrCHlEDEMTE PRESSO LUJ.B.M. 

cognomeenomel CERBARQ Ele "a g al *" 



denomlnazione studio dl appartenenza 1STUDIQ TORT A S.r.l. 

via l Viotti I a MMl cftta I TORINO 



J codfiseate I I I I I ■ I M I I M t I 1 I . 



J cap H.0i1i2i1l (prov) Hid 



C. DOMIC1LIO ELETTIVO destinatario 

vial 



J 



J n. Ll-ljJ cftta L 



cap mm 



(prov) LU 



D, TITOLO dasac proposta (sez/c!/sd) Li t i ' owpco/sottogruppo M il M I i i 

I DISPOSITIVO PI MEMORIA NON VOLATILE A LBTTURA B SCRITTURA SIMULTANBE 



L 



L 



k ANTfClPATA ACCESSfflUJT* AL PtWBUCOl 81 U NO Li 

1} IBEL LINI Andrea 



2) iSALI Mauro 



SE STANZA: DATA MJ/LU/UJ WPftOTOCOLLO I I I i i 
cognomenome 

J 3) IMAGN AVACCA Alessandro 

J 4) ILISI Carlo 



F. PRJORITi 

nazlone o organizzazlone 
D L 



tipo di priortta 



aReoato 
S/H 



2) L 



J L 
J L 



numero cfi domanda data di deposito 

J I I UJ/LlJ/Lj 

J I ! LU/LiJ/ M i i I U 



J U 



saOGUMEKIO RiSERVE 
Data N° Protocol 

I i I i i I M i t i i i I 
! i I I t I 



G. CENTRO AB1L1TATO DI RACCOLTA COiTURE Dl UtCRORQANISM I, defwroinazJone 




DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
N* es. 

Doc. 1) \2 Qww] n. pag. i2,0j rtassunto con dlsegno principale, descrizkme a rivendteazionJ (obWlgatorio 1 esempiaxe) 

Doc. 2) IS LjPfWVj n . tav. IQ,;3I dl segno (obbligatorio so citato In descrizlone, 1 esemplare 

Doc. 3) LD MS ' tettera cflncarico, procura o rrterlmento procura generate 

Doc. 4) UJ 1 MS I destgnazkwie inventore 

Doc. 5) Li t®D 



document! d) priortta con traduzlcne In itaBano .. 
aiitorizzazione oattodl cesskme ... 



Doc. 6) L J [.MS | 
Doc. 7) LJ nomlnativo comptfito del richiadenie 

8) attestatldiversamenlo, totals Euro 1 Duecentonovantu no/80 



SCKXSLMENTOrcSERVE 


Data 


N°Protocotio 


UJ/UJ/U 


J/l i l 1 f i l M 


1 i 1/1 i J / i i 


J/L.l i M i ll 


LU/LU/U 


L_j/M .1 ! 1 i-L-l 


UJ/UJ/L 


_J f[ i i i i i 1 » 


contronta slngote priortta 


LU/LjlJ/UJ/I i I L.U.J 



J obbligatorio 



COMP1UTO IL ill] l 2 i°i °. 2 i FIR MA DEL {1} RICHIEDCMTE (I) V/^lAjjUQ^ 

coktinua svno fciiQ « €|RBAROE!ena 



DHL PRESEHTE ATTO SI RJCWEDE COMA AUTENT1CA SI/NO iSJ . 



CAMERA Dl COMMERCIO IND. ART. AGR. Dl _ 
VE3&ALE CH DEPOSJTO NUMERODt DOMANDA L 

^ \ duemi'ladue 



TORINO 



j codicc iau 



a (I) rlcWedwrte (I) adjpraWlcato {0ha(h«mo)prea8r^aroa8rtto9ci«ota 
I, AMKOTAXIOai VAfflE DtU.'UFFlCtO ROOAHTE | M 



L 



IL 




TA s>r.L 




g 2 002A.0 0103 5 

atf Tt iventinove l.ddmesedl [Novembre 1 

din. lOs^l togtl eggiuntivl per la concessions del brevetto soprarlportato. 



: 5i^MOEAGRlCOlTURA 




ROOAMTE 

Mlrel la CAVALLAR I 



R1ASSUNTO INVENZIONE CON DiSEGNO PRINCIPALS 

nuwerodowanoa' I 



J REG. A 



nu-ebob^o i IQ-^O-O^A^O 1 0 3 S 0ATA,,,B1LASC,0 UJ ' 

A. RtCHIEDEMTE (1) 
Denombuzfene 
ResUenxa 



Caso 02-AG-227/AL DftOSPETTO A 

Ns.Rf.3/3415 rn 

DATA tt DEPOSTTO gfil / Oil I l2fiifi2l 
LjlJ/Li i U 



.STMICROELECTRONICS S.R.L. 



, AGRATE BRIANZA (Ml) 



L 



Ctesse propwta (sei/eL/wl/) I i I i. 
U RUSSUMTO 



(groppo/sottogruppo) I_j_j_J/Lj_ 



4 



Un dispositive di memoria non volatile a lettura e scrittura simultanee include una matnee di 
memoria (2), avente una pluralita di celle (7) organizzate in banchi di memoria (8) e una pluralita 
di primi amplificatori di rilevamento (15) e di secondi amplificatori di rilevamento (16). II disposi- 
tive comprende, inoltre, una pluralita di selettori R/W (20), associati a rispettivi insiemi di celle (7) 
e colleganti le celle (7) dei rispettivi insiemi di celle (7) altemativamente ai primi amplificatori oi 
rilevamento (15) e ai secondi amplificatori di rilevamento (16). 

Figura 1 
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DESCRIZIONE 
del brevetto per invenzione industriale 
di STMICROELECTRONICS S.R.L. 
di nazionalita italiana, 

con sede a 20041 AGRATE BRIAN Z A (MILANO) - VIA C. OLIVETTI, 2 
Inventori: BELLINI Andrea, SALI Mauro, MAGNAVACCA Ales- 
sandro, LISI Carlo 

*** *** *** 

La presente invenzione si riferisce ad un disposi- 
tivo di memoria non volatile a lettura e scrittura si- 
multanee . 

Per ottimizzare le prestazioni di lettu- 
ra/scrittura dei dispositivi di memoria non volatile, e 
estremamente importante la possibility di effettuare 
operazioni di lettura/scrittura in parallelo su piu 
celle. Sono note diverse soluzioni che consentono di 
aumentare il numero di celle di memoria che vengono se- 
lezionate contemporaneamente per essere lette oppure 
scritte (lettura/scrittura a pagine oppure "burst mo- 
de") ; su tutte le celle selezionate viene di solito ef- 
fettuato lo stesso tipo di operazione, o lettura o 
scrittura . 

Durante le fasi di lettura, in pratica, le celle 
selezionate vengono collegate a rispettivi amplificato- 
ri di rilevamento ("sense amplifiers"), che confrontano 



le tensioni di soglia di tali celle con le tensioni di 
soglia di rispettive celle di rif erimento . 

Nelle operazioni di scrittura, che .possono preve- 
dere la programmazione o la cancellazione delle celle 
selezionate, viene eseguito almeno una volta un ciclo 
comprendente due fasi. Inizialmente, le celle selezio- 
nate vengono sottoposte a prefissate tensioni e/o cor- 
renti di polarizzazione, in modo che le loro tensioni 
di soglia vengano modificate. Quindi, viene eseguita 
una lettura, per verif icare il valore ef f ettivamente 
raggiunto dalle tensioni di soglia. Se tale valore e 
insufficiente, il ciclo viene ripetuto; inoltre, nel 
caso delle memorie multilivello, e comunque necessario 
eseguire piu cicli. 

Le operazioni di scrittura non possono essere in 
genere eseguite contemporaneamente alle operazioni di 
lettura. Infatti, nella fase di verifica delle tensioni 
di soglia, le celle devono essere collegate agli ampli- 
ficatori di rilevamento, che quindi non sono disponibi- 
li per leggere altre celle. Inoltre, la fase di verifi- 
ca viene eseguita in modo sincrono con un segnale di 
temporizzazione interno dei dispositivi di memoria, 
mentre la lettura ordinaria e asincrona. E quindi evi- 
dente che anche i segnali di pilotaggio e di riferimen- 
to sono diversi nel caso della verifica e nel caso del- 



la lettura. 

Per superare gli inconvenienti descritte, sono 
state proposte memorie non volatili con architetture 
che consentono di effettuare simultaneamente operazioni 
di lettura su un primo gruppo di celle e operazioni di 
scrittura su un secondo gruppo di celle ("dual wor- 
king") . Secondo tali soluzioni, in pratica, la matrice 
di memoria viene suddivisa in sezioni e a ciascuna se- 
zione viene associato un insieme (banco) di amplifica- 
tori di rilevamento e un circuito decodif icatore di co- 
lonna. I banchi di amplif icatori di rilevamento sono 
fra loro indipendenti. e percio possono essere pilotati 
simultaneamente in modi diversi . Piu precisamente, men- 
tre un primo banco di amplif icatori di rilevamento vie- 
ne pilotato in modo sincrono (verifica), un secondo 
banco pud essere pilotato in modo asincrono (lettura) . 
In questo modo, quindi, e possibile eseguire simulta- 
neamente operazioni di lettura e scrittura, purche ven- 
gano selezionate celle appartenenti a sezioni della me- 
moria distinte. 

Anche questa soluzione presenta evidenti limiti, 
in quanto la matrice di memoria non pud essere suddivi- 
sa in un elevato numero di sezioni. Infatti, dato che a 
ciascuna sezione deve essere associato un rispettivo 
banco di amplif icatori di rilevamento, il f razionamento 



della memoria comporta anche un aumento dell' ingombro 
complessivo del dispositivo; quanto piu la memoria vie- 
ne frazionata, tanto maggiore e 1' ingombro. Di conse- 
guenza, le matrici di memoria comprendono normalmente 
due o al piu quattro sezioni. D'altra parte, il basso 
frazionamento della memoria rende relativamente poco 
frequente e quindi scarsamente efficace lo sfruttamento 
dell'accesso simultaneo in lettura e scrittura. In qua- 
lunque caso, infatti, non e possibile effettuare simul- 
taneamente operazioni di lettura e scrittura su celle 
appartenenti alia stessa sezione. 

Scopo della presente invenzione e realizzare un 
dispositivo di memoria, che sia privo delle limitazioni 
descritte . 

Secondo la presente invenzione viene realizzato un 
dispositivo di memoria non volatile a lettura e scrit- 
tura simultanee, come definito nella rivendicazione 1. 

Per una migliore comprensione dell ' invenzione, ne 
vengono ora descritte alcune forme di realizzazione, a 
puro titolo di esempio non limitativo e con riferimento 
ai disegni allegati, nei quali: 

la figura 1 illustra uno schema a blocchi sem- 
plificato di un dispositivo di memoria secondo una^SjfS"? 
ma forma di realizzazione della presente invenzioAef 

- la figura 2 illustra uno schema a blocchV '%lu S$ 
^inoo> N 
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dettagliato di una parte dello schema a blocchi di fi- 
gura 1; e 

la figura 3 e uno schema a blocchi semplificato 

di un dispositivo di memoria, in accordo a una seconda 

forma di realizzazione della presente invenzione. 

Con riferimento alia figura 1, e indicato nel suo 

complesso con 1 un dispositivo di memoria non volatile 

comprendente una mat rice di memoria 2, un decodif icato- 

re di colonna di lettura 3, un decodif icatore di colon- ^ 

na di verifica 4, un circuito di lettura 5, un bus in- § 

dirizzi 6 e un'unita di controllo 9. I ~ 

ID R 

La matrice di memoria 2 comprende una pluralita di Q 
celle 7, suddivise in una pluralita di banchi di memo- 
ria 8 e organizzate su righe e colonne; ad esempio, i 
banchi di memoria 8 sono sedici. Piu in dettaglio, 
all'interno di uno stesso banco di memoria 8, celle 7 
disposte su una stessa colonna hanno rispettivi termi- 
nali di pozzo collegati a una stessa linea di bit loca- 
le 10 e celle disposte su una stessa riga hanno rispet- 
tivi terminali di porta collegati a una stessa linea di 
parola 11. Inoltre,. ciascuno dei banchi di memoria 8 ha 
un primo gruppo di uscite, collegate al decodif icatore 
di colonna di lettura 4 attraverso rispettive linee di 
bit globali di lettura 12; e un secondo gruppo di usci- 
te, collegate al decodif icatore di colonna di verifica 
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4 attraverso rispettive linee di bit globali di verifi- 
ca 13 (nella forma di realizzazione qui descritta, il 
numero di linee di bit globali di lettura 12 e pari al 
numero di linee di bit globali di verifica 13). Le li- 
nee di parola 11 sono invece collegate a un decodifica- 
tore di riga, di tipo noto e qui per semplicita non il- 
lustrate 

La matrice di memoria 2 ha inoltre primi e secondi 

ingressi di indirizzamento 2a, 2b, collegati al bus in- 
dirizzi 6 e riceventi una pluralita di segnali di indi- 
rizzamento di primo livello Yl e, rispettivamente, di 
segnali di indirizzamento di secondo livello Y2; e una 
pluralita di ingressi di selezione lettura/scrittura 
2c, riceventi segnali di selezione lettura/scrittura 
RWSELq, RWSELi, RWSEL K , che indicano la modalita ope- 

rativa di accesso alle celle 7. In particolare, K e il 
numero di ingressi di selezione lettura/scrittura 2c ed 
e uguale al numero di linee di bit globali di lettura 
12. 

II circuito di lettura 5 comprende una pluralita 
di amplificatori di rilevamento di lettura 15 e una 
pluralita di amplificatori di rilevamento di verifica 
16. In particolare, gli amplificatori di rilevamento di 
lettura 15 sono collegati a rispettive uscite del deco- 
dificatore di lettura 3, mentre gli amplificatori di 



rilevamento di verifica 16 sono collegati a rispettive 
uscite del decodif icatore di verifica 4. Inoltre, il 
decodif icatore di colonna di lettura 3 e il decodifica- 
tore di colonna 4 hanno rispettivi ingressi 3a, 4a col- 
legati al bus dati 6 e riceventi una pluralita di se- 
gnali di indirizzamento di terzo livello Y3 . Inoltre, 
l'unita di controllo 9 ha uscite di pilotaggio lettura 
9a, collegate a rispettivi ingressi di pilotaggio 15a 
degli amplif icatori di rilevamento di lettura 15 e for- 
nenti segnali di pilotaggio lettura S DR ; uscite di rife- 
rimento lettura 9b, collegate a rispettivi ingressi di 
riferimento 15b degli amplif icatori di rilevamento di 
lettura 15 e fornenti segnali di riferimento lettura 
Srefr; uscite di pilotaggio verifica 9c, collegate a ri- 
spettivi ingressi di pilotaggio 16a degli ampli f icatori 
di rilevamento di verifica 16 e fornenti segnali di pi^ 
lotaggio verifica S DV ; uscite di riferimento verifica 
9d, .collegate a rispettivi ingressi di riferimento 16b 
degli amplif icatori di rilevamento di verifica 16 e 
fornenti segnali di riferimento verifica Sre FV ; e 
un'uscita di temporizzazione 9e, fornente un segnale di 
temporizzazione CK. In particolare, i segnali di pilo- 
taggio verifica S DV sono sincroni con il segnale di tem- 
porizzazione CK, mentre i segnali di pilotaggio lettura 
S DR sono asincroni. 



In pratica, ogni volta che viene richiesta 
un'operazione di lettura/scrittura il decodif icatore di 
colonna di lettura 3 seleziona un gruppo di linee di 
bit globali di lettura 12 in base ai segnali di indi- 
rizzamento di terzo livello Y3 e le collega a un ri- 
spettivo amplif icatore di lettura 15; analogamente, il 
decodificatore di colonna di verifica 4 seleziona un 
gruppo di linee di bit globali di verifica 13 in base 
ai segnali di indirizzamento di terzo livello Y3 e le 
collega a rispettivi amplif icatori di rilevamento di 
verifica 16. 

Come mostrato in dettaglio nella figura 2, oltre 
aile rispettive celle 7 e linee di bit locali 10, ogni 
banco di memoria 8 comprende una pluralita di decodifi- 
catori locali di primo livello 18, di decodif icatori 
locali di secondo livello 19 e di selettori di lettu- 
ra/scrittura, nel seguito denominati selettori R/W 20. 

Ciascuno dei decodif icatori locali di primo livel- 
lo 18, di tipo in se noto, presenta un pluralita di in- 
gress! di selezione, collegati a rispettive linee di 
bit locali 10, e una pluralita di ingressi di control- 
lo, formanti i primi ingressi di indirizzamento 2a del- 
la matrice di memoria 2; di conseguenza, ciascuno dei 
.decodificatori locali di primo livello 18 riceve in in 
gresso i segnali di indirizzamento di primo livello Y 



Ciascuno dei decodif icatori locali di secondo li- 
vello 19, anch'essi di tipo in se noto, presenta una 
pluralita di ingressi di selezione, collegati a uscite 
18a di rispettivi decodif icatori locali di primo livel- 
lo 18, e una pluralita di ingressi di controllo, for- 
manti i second! ingressi di indirizzamento 2b della ma- 
trice di memoria 2; di conseguenza, ciascuno dei deco- 
dificatori locali di secondo livello 19 riceve in in- 
gresso i segnali di indirizzamento di secondo livello 
Y2. 

In pratica, in ogni banco di memoria 8 sono pre- 
sent! una pluralita di rami di decodifica locale 23, 
ciascuno dei quali comprende un decodif icatore locale 
di secondo livello 19 e le linee di bit locali 10 e i 
decodif icatori locali di primo livello 18 afferent! a 
tale decodif icatore locale di secondo livello 19. Ad 
ogni operazione di lettura/scrittura, ciascun ramo di 
decodifica locale 23 seleziona una linea di bit locale 
10 in base ai valori dei segnali di indirizzamento di 
primo e secondo livello Yl, Y2 . 

Ciascun selettore R/W 20 ha un ingresso, collegato 
a un'uscita 19a di un rispettivo decodif icatore locale 
di secondo livello 19; una prima uscita, collegata a 
una rispettiva linea di bit globale di lettura 12; una 
seconda uscita, collegata a una rispettiva linea di bit 
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globale di scrittura 12; e un terminale di controllo, 
collegato a un rispettivo ingresso di selezione lettu- 
ra/scrittura 2c della matrice di memoria 2 e ricevente 
un rispettivo dei segnali di selezione lettu- 
ra/scrittura RWSEL 0 , RWSELi, RWSEL K . I selettori R/W 

20 sono quindi associati a rispettivi insiemi di celle 
7 e sono controllabili individualmente e indipendente- 
mente gli uni dagli altri. 

Piu in dettaglio, ogni selettore R/W 20 comprende 
preferibilmente un selettore di lettura 24 e un selet- 
tore di scrittura 25, ad esempio formati da transistori 
MOS. II selettore di lettura 24 e il selettore di 
scrittura 25 di ciascun selettore R/W 20 hanno rispet- 
tivi primi terminal! in comune, collegati all'uscita 
19a del rispettivo decodif icatore locale di secondo li- 
vello 19, e second! terminali formanti la prima e, ri^ 
spettivamente, la seconda uscita del selettore R/W 20 
stesso. Inoltre, il selettore di lettura 24 e il selet- 
tore di scrittura 25 sono comandati in controfase in 
base al valore del rispettivo segnale di selezione let- 
tura/scrittura RWSEL 0 , RWSELi, RWSEL K . In pratica, 

quando il segnale di selezione lettura/scrittura 
RWSELo, RWSELi, RWSEL K fornito a uno dei selettori 

R/W 20 assume un valore di lettura, ad esempio alto, il 
corrispondente selettore di lettura 24 e chiuso, mentre 



il selettore di scrittura 25 e aperto; viceversa, quan- 
do il segnale di selezione lettura/scrittura RWSEL 0 , 
RWSELi, RWSELr ha un valore di scrittura (basso) , il 
selettore di lettura 24 e aperto e il selettore di 
scrittura 25 e chiuso. In questo modo, l'uscita 19a di 
ogni decodif icatore locale di secondo livello 19 e al- 
ternativamente collegabile a una linea di bit globale 
di lettura 12 o a una linea di bit globale di verifica 
13 attraverso il rispettivo selettore R/W 20, in base 
alia modalita operativa di accesso indicata dal rispet- 
tivo segnale di selezione lettura/scrittura RWSEL 0 , 
RWSELx, RWSEL K . 

Come accennato in precedenza, quando viene richie- 
sta un' operazione di lettura/scrittura della matrice di 
memoria 2, i rami di decodifica locale 23 dei banchi di 
memoria 8 indirizzano ciascuno una rispettiva linea di 
bit locale 10 sulla base dei segnali di indirizzamento 
di primo e secondo livello Yl, Y2 e la collegano al ri- 
spettivo selettore R/W 20. A sua volta, il selettore 
R/W 20 collega la rispettiva linea di bit locale 10 in- 
dirizzata (e le celle 7 associate) a una linea di bit 
globale di lettura 12 o a una linea di bit globale di 
verifica 13 in base al valore del rispettivo segnale di 
selezione lettura/scrittura RWSEL 0 , RWSELi, RWSEL K . 

Piu in dettaglio, quando occorre effettuare una 



- 12 - 



normale operazione di lettura delle celle 7 indirizzate 
da uno dei rami di decodifica locale 23, il corrispon- 
dente segnale di selezione lettura/scrittura RWSEL 0 , 
RWSELi, RWSELk viene posto al valore di lettura. In 

questo caso, in pratica, le celle 7 indirizzate vengono 
collegate al decodif icatore di colonna di lettura 3 at- 
traverso le linee di bit global! di lettura 12; inol- 
tre, in base ai segnali di indirizzamento di terzo li- 
vello Y3, il decodif icatore di colonna di lettura 3 se- 
leziona e collega un prefissato numero di linee di bit 
globali di lettura 12 a rispettivi amplif icatori di ri- 
levamento di lettura 15. 

Quando le celle 7 indirizzate da uno dei rami di 
decodifica locale 23 devono essere verificate dopo una 
fase di programmazione o cancellazione , il corrispon- 
dente segnale di selezione lettura/scrittura RWSEL 0 , 
RWSELi, RWSELk viene posto al valore di scrittura. Le 

celle 7 indirizzate vengono percio collegate al decodi- 
ficatore di colonna di verifica 4 attraverso le linee 
di bit globali di verifica 13; in base ai segnali di 
indirizzamento di terzo livello Y3, il decodif icatore >^^ r 
di colonna di verifica 4 seleziona e collega un pref i/^ * 
sato numero di linee di bit globali di verifica 13 
rispettivi amplif icatori di rilevamento di verifica 16. 
Ad uno stesso istante, i segnali di selezione let- 
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tura/scrittura RWSEL 0 , RWSELi, RWSEL K possono chiara- 
mente assumere valori diversi gli uni dagli altri e 
quindi operazioni di normale lettura o di verifica dopo 
scrittura sono del tutto indipendenti e possono essere 
eseguite simultaneamente. 

Da quanto sopra descritto, e evidente che 
l'invenzione permette di sfruttare l'accesso simultaneo 
in lettura e scrittura in modo estremamente efficace e 
flessibile. Infatti, ciascun ramo di decodifica locale 
23 puo essere collegato tanto alle linee di bit global! 
di lettura 12, quanto alle linee di bit global! di ve- 
rifica 13, indipendentemente dagli altri rami di deco- 
difica locale 23. Di conseguenza, e sempre possibile 
accedere simultaneamente in lettura e scrittura a celle 
7 appartenenti a rami di decodifica locale 23 distinti, 
anche se appartenenti alio stesso banco di memoria 8. 
Inoltre, le dimension! complessive del dispositivo 1 
sono contenute e sono sostanzialmente indipendenti dal 
livello di frazionaraento della matrice di memoria 2. 
Infatti, il dispositivo di memoria 1 descritto compren- 
de un solo banco di amplif icatori di rilevamento di 
lettura 15 e solo un banco di amplif icatori di rileva- 
mento di verifica 16, qualunque sia il numero di banchi 
di memoria 8 e di rami di decodifica locale 23. 

Una diversa forma di realizzazione dell' invenzione 



e mostrata in figura 3, dove parti uguali a quelle gia 
mostrate sono indicate con gli stessi numeri di riferi- 
mento. In questo caso, in un dispositivo di memoria non 
volatile 1', ogni banco di memoria 8 e provvisto di un 
rispettivo ingresso di selezione lettura/scrittura 8a, 
a cui viene alimentato un rispettivo segnale di sele- 
zione lettura/scrittura RWSEL; inoltre, i terminali di 
controllo dei selettori R/W 20 di uno stesso banco di 
memoria 8 sono collegati tutti al suo ingresso di sele- 
zione lettura/scrittura 8a e quindi ricevono lo stesso 
segnale. Tutti i selettori R/W 20 di uno stesso banco 
di memoria 8 sono quindi controllati in fase. In questo 
modo, tutte le celle 7 indirizzate dai rami di decodi- 
fica locale 23 di uno stesso banco di memoria 8 vengono 
collegate o alle linee di bit global! di lettura 12, 
per un'operazione di lettura, o alle linee di bit glo- 
bali di verifica 13, per un'operazione di verifica dopo 
scrittura. Tuttavia, mentre le linee di bit globali di 
lettura 12 sono utilizzate dalle celle 7 di un banco di 
memoria 8, le linee di bit globali di verifica 13 pos- 
sono essere collegate a celle 7 appartenenti di un di- 
verso banco di memoria 8 (ai banchi di memoria 8 vengo- 
no infatti alimentati ' segnali di selezione lettu- 
ra/scrittura RWSEL indipendenti gli uni dagli altri) . 

Anche in questo caso, quindi, e vantaggiosamente 
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possibile accedere simultaneamente in lettura e scrit- 
tura alia matrice di memoria 2, con il solo vincolo che 
le celle 7 da leggere e quelle da verificare apparten- 
gano a banchi di memoria 8 distinti. Dato che la matri- 
ce di memoria 2 puo essere facilmente frazionata in un 
numero elevato di banchi di memoria 8 (sedici, negli 
esempi descritti) , il dispositivo 1' mantiene comunque 
una notevole flessibilita nell'accesso simultaneo in 
lettura e scrittura. In altre parole, il "dual working" 
puo essere sfruttato in modo efficiente. Inoltre, viene 
ridotto il numero di ingressi della matrice di memoria 
2 e viene semplificata la generazione dei segnali di 
selezione iettura/scrittura. 

Risulta infine evidente che al dispositivo di me- 
moria descritto possono essere apportate modifiche e 
varianti, senza uscire dall'ambito della presente in 7 
venzione . 



RIVENDICAZIONI 

1. Dispositivo di memoria non volatile a lettura e 
scrittura simultanee, comprendente : 

una matrice di memoria (2), avente una pluralita 
di celle (7) organizzate in banchi di memoria (8); e 

una pluralita di primi amplif icatori di rilevamen- 
to (15) e di secondi amplif icatori di rilevamento (16); 

caratterizzato dal fatto di comprendere una plura- 
lita di selettori R/W (20), associati a rispettivi in- 
siemi di dette celle (7) e colleganti dette celle (7) 
di detti rispettivi insiemi di dette celle (7) alterna- 
tivamente a detti primi amplif icatori di rilevamento 

(15) e a detti secondi amplif icatori di rilevamento 

(16) . 

2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, carat- 
terizzato dal fatto che ciascuno di detti banchi di me- 
moria (8) comprende una rispettiva pluralita di detti 
selettori R/W (20) . 

3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, 
caratterizzato dal fatto che detti banchi di memoria 
(8) comprendono rispettivi rami di decodifica locale 
(23), ciascun ramo di decodifica locale. (23) essendo 
collegato a un rispettivo di detti selettori R/W (20) . 

4. Dispositivo secondo la rivendicazione 3, carat- 
terizzato dal fatto che ciascuno di detti rami di dec 



difica locale (23) comprende almeno un primo decodifi- 
catore locale (18) e una pluralita di linee di bit lo- 
cali (10), collegate a detto primo decodif icatore loca- 
le (18) . 

5. Dispositivo secondo la rivendicazione 4., .carat- 
terizzato dal fatto che ciascuno di detti rami di deco- 
difica locale (23) comprende una pluralita di detti 
primi decodif icatori locali (18) e almeno un secondo 
decodif icatore locale (19), collegato a detti primi de- 
codificatori locali (18) e al rispettivo detto seletto- 
re R/W (20) . 

6. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven- 
dicazioni precedent!, caratterizzato dal fatto che det- 
ti selettori R/W (20) sono controllabili indipendente- 
mente gli uni dagli altri. 

7. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven- 
dicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che det- 
ti selettori R/W (20) appartenenti a uno stesso di det- 
ti banchi di memoria (8) sono controllati in fase. 

8. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven- 
dicazioni precedent!, caratterizzato dal fatto di com- 
prendere prime linee di bit global! (12) e seconde li- 
nee di bit globali (13), colleganti detti selettori R/W 
(20) a detti primi amplif icatori di rilevamento (15) e, 
rispettivamente, a detti secondi amplif icatori di rile- 
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vamento (16) . 

9. Dispositivo secondo la rivendicazione 8, carat- 
terizzato dal fatto che detti selettori R/W (20) hanno 
prime uscite collegate a rispettive dette prime linee 
di bit globali (12) e seconde uscite collegate a ri- 
spettive dette seconde linee di bit globali (13) . 

10. Dispositivo secondo la rivendicazione 8 o 9, 
caratterizzato dal fatto di comprendere un primo deco- 
dificatore di colonna (3) , interposto fra dette prime 
linee di bit globali (12) e detti primi amplif icatori 
di rilevamento (15), e un secondo decodif icatore di co- 
lonna (4), interposto fra dette seconde linee di bit 
globali (13) e detti secondi amplif icatori di rileva- 
mento (16) . 

11. Dispositivo secondo una qualsiasi delle riven- 
dicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di com- 
prendere un'unita di controllo avente prime uscite (9a, 
9b) , collegate a detti primi amplif icatori di rileva- 
mento (15) e fornenti primi segnali di pilotaggio (S DR ) 
e primi segnali di riferimento (Sre FR ) , seconde uscite 
(9c, 9d) , collegate a detti secondi amplif icatori di 
rilevamento (16) e fornenti secondi segnali di pilotag- 
gio (S DV ) e secondi segnali di riferimento (Srefr) , e una 
terza uscita (9e) fornente un segnale di temporizzazio- 
ne (CK) . 



12. Dispositivo secondo la rivendicazione 11, ca- 
ratterizzato dal fatto che detti secondi segnali di pi- 
lotaggio (S DV ) sono sincroni con detto segnale di tempo- 
rizzazione (CK) . 

13. Dispositivo di memoria non volatile a lettura 
e scrittura simultanee, sostanzialmente come descritto 
con riferimento alle figure annesse. 
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